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(57) Abstract 


A thin base layer (3) consisting of a flexible material is applied to a rigid auxiliary support (1) and metallic microstructures (5), 
especially printed conductors, are then produced on said base layer (3). The base layer (3) is subsequently removed from the auxiliary 
support (1) using laser radiation which is directed through the auxiliary support (1) and onto the base layer (3). 

(57) Zusammenfassung 


Auf einem starren Hilfstrager (1) wird eine dunne Basisschicht (3) aus einem flexiblen Material aufgebracht, worauf auf der 
Basisschicht (3) metallische Feinstrukturen (5), insbesondere Leiterbahnstrukturen, erzeugt werden. AnschlieBend wird die Basisschicht (3) 
vom Hilfstrager (I) durch Einwirkung von Laserstrahlung abgelost, die durch den HilfstrSger (1) hindurch auf die Basisschicht (\) eerichtet 
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VERTRa4p3ER die INTERNATIONALE ZudBhlVIENARBEIT 

aUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(ArtikGl 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 


Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

GR 98P2437P 

WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 

Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE 99/02631 

Internationales Aomeldedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 

24/08/1999 

(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

31/08/1998 

Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al . 


Dleser Internationale Recherche nberlcht wurde von der Internationalen RecherchenbehCrde erstellt und wird dem Anmelder gemSB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dleser Internationale Recherche nberlcht umfaBt insgesamt _3 Blatter. 

pT] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Berlcht g^nannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 


1. Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmetdung in der Sprache 
durdhgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist 

I I Die Internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
.Anmetdung (Regef 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die Internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

I I in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behdrde nachtr^glich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtrSgiich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 


2. 
3. 


□ 
□ 
□ 
□ 

□ 


□ 
□ 


Die Erkiarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationaten Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erkiarung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Bestimmte AnsprQche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (slehe Feld t). 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erflndung (siehe Feld It). 


4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I I wurde der Wortlaut von der BehOrde wie folgt festgesetzt: 


Hinsichtlich der Zusammenfassung 

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behdrde festgesetzt. Der 
I I Anmelder kann der Behdrde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 
Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgerrde Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu verdffentlichen: Abb. Nr. 2 


Pn wie vom Anmelder vorgeschlagen keine der Abb. 

I I weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I I weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 


Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 


INTERNATIONALEaSECHERCHENBERICHT r ^=r- 


lationales Aktenzeichen 

T/DE 99/02631 


A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 G06K9/00 


Nach der Internationalen Patentklassifikatlon (IPK) Oder nach der nationalen K lass itikat ion und der IPK 


B. RECHERCHIERTEGEBIETE 


Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 G06K 


Recherchrerte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter dia rec here hie rten Gebiete fallen 


Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektrorvsche Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 


C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


Kategorie* Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit ertordertich. unter Angabe der In Betracht kommenden Telle 


Betr. Anspruch Nr. 


us 5 286 335 A (DRABIK TIMOTHY J ET AL) 

15. Februar 1994 (1994-02-15) 

Zusammenf assung 

Spalte 3, Zeile 51 - Zeile 63 

Spalte 4, Zeile 42 - Zeile 49; Abbildungen 

1-3 

WO 98 11500 A (ROSS WILLIAM LESLIE 
; PERSONAL BIOMETRIC ENCODERS LT (GB)) 
19. Marz 1998 (1998-03-19) 
das ganze Dokument 

EP 0 459 808 A (MARCONI GEC LTD) 

4. Dezember 1991 (1991-12-04) 

in der Anmeldung erwahnt 

Spalte 6, Zeile 6 - Zeile 46; Abbildungen 

14,15 

-/-- 


1-10 


1-10 


1-10 


Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 


0 


Siehe An hang Patentfamilie 


* Besondere Kategorten von angegebenen Veroffentlichungen 

"A" Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definlert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Verdffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritdtsanspruch zweifelhaft er- 
schelnen zu lassen, oder durcb die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt warden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Verdffentlichung, die sich auf eine mundllche Offenbarung, 

eine Benutzung, eIne Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 
"P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Priorit&tsdatum veroffentlicht worden ist 


'T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem PrioritStsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Ertindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugnjndeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf 
erf inde rise her Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfrnderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

Verdffentlichung, die MItglied derselben Patentfamilie ist 


Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 

22. Februar 2000 

Absendedatum des internationalen Recherche nberichts 

01/03/2000 

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehdrde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 

Bevollmachtigter Bediensteter 

Granger, B 
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INTERNATIONAL! 


ECHERCHENBERICHT 


lationales Aktenzeichen 

IXJ/DE 99/02631 


C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


Kategorie" 


Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 


Betr. Anspruch Nr. 


FR 2 736 179 A (THOMSON CSF 

SEMICONDUCTEURS) 

3. Januar 1997 (1997-01-03) 

das ganze Dokument 


1-16 
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INTEBfelATIONAL SEARCH REPORT 


In^^^tion on patent family members 
V 


T 


ational Application No 

T/DE 99/02631 


Patent document 
cited in search report 


Publication 
date 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 


US 5286335 


15-02-1994 


US 


5465009 A 


07-11-1995 


wo 

9811500 

A 

19-03-1998 

AU 

4131197 

A 

02-04-1998 





AU 

4131297 

A 

02-04-1998 





WO 

9811499 

A 

19-03-1998 

EP 

0459808 

A 

04-12-1991 

DE 

69124841 

D 

10-04-1997 





DE 

69124841 

T 

02-10-1997 

FR 

2736179 

A 

03-01-1997 

NONE 
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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMtN ARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 


PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUN|Q«R5RICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 


Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwatts 
GR 98 P 2437 P 

siehe MItteilung ufc>er die Ubersendung des internationaten 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen PrCifungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/41 6) 

Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE99/02631 

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
24/08/1999 

Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
31/08/1998 


Internationate Patentklassification (IPK) oder nationale Klassiftkation und IPK 
G06K9/00 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 


1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationale vorlaufigen Prufung beauftragte 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermrttelt. 


2. Dieser BE RIGHT umfa3t Insgesamt 4 Blatter einschlieRlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruch n 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinlen zum PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt Blatter. 


3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 


Grundlage des Berichts 

Prioritat ^ 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbllche Anwendbarkeit 
Mangelnde Elnheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tatigkeit und d r 
gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 


II 

□ 

III 

□ 

IV 

□ 

V 


VI 

□ 

VII 

□ 

VIII 

□ 


Datum der Einreichung des Antrags 
24/03/2000 

Datum der Fertigstetlung dieses Berichts 
29.05.2000 

Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
/flfft D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 

Bevollmachtigter Bediensteter ^^^jjssSJJns^ 
Schuitemaker, P \^ Jj 

Tel. Nr. +49 89 2399 2188 Xs*«;S5^ 


Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 


INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERiCHT 


Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02631 


I. Grundlag des B richts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage {Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" and sind ihm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthaiten.): 

Beschreibung, Seiten: 

1-8 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-13 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/2-2/2 ursprungliche Fassung 

2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

3. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 


4. Etwaige zusatzliche Bennerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatlgkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 


Neuheit (N) 


Ja: Anspruche 1-13 
Nein: Anspruche 


Eriinderische Tatigkeit (ET) 


Ja: Anspruche 1-13 
Nein: Anspruche 


Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-13 

Nein: Anspruche 


Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII. Blatt 1) (Januar 1994) 


INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 


Internationales Aktenzeichen PCT/D E99/0263 1 


2. Unteriagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 
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Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII. Blatt2) (Januar 1994) 


INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 


Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02631 


Zu Punkt V: 

i) Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 
D1: US-A-5 286 335 

ii) D1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Feinstrukturen 68 aus Metall und 
Halbleitermaterial auf einer dunnen Basisschicht 74 aus einem flexiblen 
organischen Material wobei Feinstrukturen 68 auf einem Hilfstrager 62/64 (aus 
Halbieitermaterialien) erzeugt werden und dann wird die diinne Basisscliicht iiber 
den Feinstrukturen 68 und dem Hilfstrager erzeugt wird. 

Das Verfahren gemaB Anspuch 1 unterscheidet sich von dem aus D1 bekannten 
Verfalnren im wesentlichen dadurch, daB metallische Feinstrukturen auf einer 
organisclien Basisschicht auf einem Hilfstrager erzeugt werden, und dann die 
Basisschicht mittels Einwirkung von Laserstrahlung vom Hilfstrager abgelost wird. 
Dieser Unterschied ist nicht bekannt oder offensichtlich bezuglich der zitierten 
Dokumente. Folglich erfiillt der Gegenstand der Anspruche 1-13 die 
Erfordernisse der Artikel 33(2) und (3) PCT. 


Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 


GR 98 P 24 3, 


,^ pcr/a £97jov^yi 

JC03 Rec^d PCT/PTO 2 8 F5B 200f 


Beschreibung 


Verfahren zur Herstellung metallischer Feinstrukturen und An- 
wendung des Verfahrens bei der Herstellung von Sensoranord- 
5 nungen zur Erfassung von Fingerabdrucken 

Bei der Herstellung von Leiterplatten unterscheidet man 
grundsatzlich die weit verbreitete Subtraktivtechnik, die von 
metallkaschierten Substraten bzw. Basismaterialien ausgeht 

10 und das nicht fur Leiterzuge benotigte Metall durch Atzung 

entfernt, von der Additivtechnik, die, auf haf tvermittlerbe- 
schichteten Substraten aufbauend, das Leitermaterial nur dort 
aus Badern aufbringt, wo Leiterzuge benotigt werden. Auch 
Kombinationen dieser Techniken sind iiblich. So wird bei der 

15 Durchkontaktierung, d.h. der Kupf erbelegung der Lochwandung 
von beidseitig vorhandenen - subtraktiv hergestellten - Lei- 
terbildern additiv gearbeitet. In der Semiadditivtechnik wer- 
den auf beispielsweise stromlos abgeschiedenen, diinnen me- 
tallischen Grundschichten die Leiterbahnen durch galvanische 

20 Verstarkung aufgebaut und die restliche Grundschicht durch 
Atzen, d.h. subtraktiv, wieder entfernt. 


Die vorstehend geschilderten Techniken konnen auch bei der 
Herstellung von flexiblen Verdrahtungen, d.h. von sog. Flex- 

25 Oder Folienschaltungen, angewandt werden. Die Strukturdimen- 
sionen fur flexible . Verdrahtungen liegen bei den derzeit auf 
dem Markt erhaltlichen Produkten jedoch uber 100 (am. Die Her- 
stellung deutlich feinerer Strukturen ist aufgrund der von 
der Leiterplattentechnologie ubernommenen Strukturierungsver- 

30 fahren und der fur einen Mehrlagenauf bau unzureichenden Ju- 
stiergenauigkeit derzeit nicht moglich. Diese unzureichende 
Justiergenauigkeit ist dabei durch einen unvermeidbaren Ver- 
zug des flexiblen organischen Tragermaterials der flexiblen 
Verdrahtungen zuruckzuf iihren . 

35 


Bei Forderungen nax* Strukturf einheiten von weniger als 
100 (am werden Schaltungon in Dunnf ilmtechnik auf Silizium 
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aufgebaut. Eine Flexiblisierung dieser Schaltungen kann da- 
bei, innerhalb bestimmter Grenzen, durch kostenintensives 
Dunnschleif en des Siliziumtragers erreicht werden. Vergleich- 
bare Verdrahtungsdichten konnten auf einem flexiblen, organi- 
5 schen Tragermaterial nur durch eine entsprechende Anzahl zu- 
satzlicher Verdrahtungsebenen realisiert werden. 

Der im Anspruch 1 angegebenen Erfindung liegt das Problem zu- 
grunde, ein einfaches und wirtschaf tliches Verfahren zur Her- 
10 stellung flexibler metallischer Feinstrukturen mit Struktur- 
feinheiten von weniger als 100 jim zu schaffen. Das Verfahren 
soil dabei insbesondere auch fiir die Herstellung des Sensor- 
feldes von Sensoranordnungen zur Erfassung von Fingerabdrlik- 
ken geeignet sein. 

15 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daii die mit der 
Prozessierung flexibler Tragermaterialien verbundenen Nach- 
teile dann vermieden werden konnen, wenn es gelingt, eine 
dunne Basisschicht aus einem flexiblen organischen Material 

20 zunachst auf einen starren Hilfstrager aufzubringen und nach 
der Herstellung der metallischen Feinstrukturen ohne die Ge- 
fahr von Beschadigungen wieder vom Hilfstrager abzulosen. Ei- 
ne derartige schonende Ablosung der Basisschicht vom Hilfs- 
trager kann durch Laserablation von der Riickseite des Hilfs- 

25 tragers aus vorgenommen werden, sofern der Hilfstrager aus 

einem fur die verwendete Laserstrahlung zumindest weitgehend 
durchlassigen Material besteht. 

Die erf indungsgemafte Losung bietet folgende Vorteile: 
30 - Anwendung der Dunnf ilmtechnik auf einem starren Hilfstrager 
ermoglicht auch die Ausbildung mehrlagiger Feinstrukturen. 

- Die hohe erreichbare Auflosung verringert die in der Lei- 
terplattentechnologie erf orderliche Lagenanzahl. 

- Die Verarbeitung starrer Substrate ist wesentlich gunsti- 
35 ger, als die Prozessierung flexibler Materialien. 

- Ein Ablosen des ^inlagigen oder mehrlagigen Aufbaues vom 
Hilfstrager ist schnell und kostengunstig moglich. 
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- Die Montage von ICs, passiven Bauelementen und Sensoren 
kann, noch auf dem Hilfstrager, beispielsweise durch Kleben 
Oder Loten erfolgen. 

- Der Hilfstrager ist mehrfach verwendbar. 

5 - Der Grad der Flexibilitat kann durch Material und Dicke der 
untersten Basisschicht eingestellt werden. 

- Das Vereinzeln der Schaltungen ist kostenglinstig moglich. 

- Eine mehrlagige Weiterverdrahtung ist bis zur Systemebene 
moglich. 

10 - Hohe mechanische Belastbarkeit der flexiblen Schaltungen. 

- Ein Ubertragen der flexiblen Schaltung ist auf einen belie- 
bigen, auch dreidimensional geformten Trager moglich. 

- Bei Verwendung temperaturstabiler Materialien 
(Zyklisiertemperaturen 350°C) konnen die flexiblen Schal- 

15 tungen auch bei erhohter Umgebungstemperatur eingesetzt 

werden. 

- Bei Verwendung bestimmter Materialien, z.B. Polyimide, sind 
die flexiblen Feinstrukturen chemisch sehr stabil. 

20 Bevorzugte Ausgestaltungen des erf indungsgemaiien Verfahrens 
sind in den Anspruchen 2 bis 12 angegeben. 

Eine bevorzugte Anwendung des erf indungsgemalien Verfahrens 
ist im Anspruch 13 angegeben. 

25 

Die Ausgestaltung nach Anspruch 2 ermoglicht eine Durchlas- 
sigkeit des Hilfstragers fur die Laserstrahlung von etwa 90%. 

Die Ausgestaltung nach Anspruch 3 ermoglicht ebenfalls eine 
30 Durchlassigkeit des Hilfstragers fur die Laserstrahlung von 
etwa 90%, wobei hier jedoch zusatzlich die relativ geringen 
Kosten fur einen Hilfstrager aus Borosilicatglas zu betonen 
sind- 

35 Die Welterbildung nach Anspruch 4 ermoglicht durch das Auf- 
bringen einer Haf t-s-chicht auf den Hilfstrager eine verbes- 
serte Haftung der Basisschicht wahrend der Prozessierung des 
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Aufbaues. Dabei wird gemaB Anspruch 5 eine Haftschicht aus 
Titan, die fiir die Laserstrahlung beim Ablosen der Basis- 
schicht durchlassig ist, bevorzugt. Geinafi Anspruch 6 kann die 
Haftschicht mit einer auBerst geringen Schichtdicke gunstig 
5 durch Sputtern auf den Hilfstrager aufgebracht werden. 

Die Ausgestaltung nach Anspruch 7 ermoglicht eine aulierst 
einfache und wirtschaf tliche Applikation der Basisschicht auf 
den Hilfstrager. Gemaii Anspruch 8 wird dabei eine Folie aus 

10 einem thermostabilen Polyimid bevorzugt, zumal hierdurch der 
Einsatz des fertigen Produkts auch bei erhohter Umgebungstem- 
peratur ermoglicht wird. Die Folie kann dann gemafi Anspruch 9 
durch das Aufbringen einer Planarisierung eine sehr hohe 
Oberf lachenqualitat erhalten, welche die Ausbildung feinster 

15 metallischer Strukturen ermoglicht. 

Die Weiterbildung nach Anspruch 10 ermoglicht das Aufbringen 
einer zweiten Lage von metallischen Feinstrukturen, also bei- 
spielsweise die Erzeugung einer zweiten Verdrahtungslage, wo- 
20 bei die Flexibiltat des gesamten Aufbaues nach der Ablosung 
vom Hilfstrager erhalten bleibt. Durchkontaktierungen zwi- 
schen den beiden Verdrahtungslagen konnen dabei gemaii An- 
spruch 11 auf einfache Weise durch das Einbringen von Lochern 
in die Isoliationsschicht realisiert werden. 

25 

Die Ausgestaltung nach Anspruch 12 ermoglicht durch das Auf- 
bringen einer Passivierungsschicht einen wirksamen Handling- 
Schutz des gesamten mehrlagigen Aufbaues. 

30 Gema/i Anspruch 13 kann das erf indungsgemafie Verfahren insbe- 
sondere zur Herstellung von kostengunstigen Sensoranordnungen 
zur Erfassung von Fingerabdrucken eingesetzt werden. 

Im folgenden werden Ausf uhrungsbeispiele der Erfindung anhand 
35 der Zeichnung naher erlautert. 
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Es zeigen 

Figur 1 eine teilweise Draufsicht auf das Sensorfeld einer 

Sensoranordnung zur Erfassung von Fingerabdrucken, 
Figur 2 einen Schnitt gemali der Linie II - II der Figur 1, 
Figur 3 eine Anordnung zur Ablosung des mehrschichtigen 

Aufbaus gemali Figur 2 vom Hilfstrager und 
Figur 4 eine Anwendungsmoglichkeit erf indungsgemali herge- 

stellter flexibler Feinstrukturen fur dreidimensio- 

nales Packaging. 


Figur 1 zeigt eine teilweise Draufsicht auf das Sensorfeld 
einer Sensoranordnung zur Erfassung von Fingerabdrlicken, wo- 
bei der mehrschichtige Aufbau des Sensorfeldes aus dem in Fi- 
gur 2 dargestellten Schnitt- zu entnehmen ist. Urn eine bessere 
15 Ubersicht zu ermoglichen, sind die einzelnen Schichten des 

mehrlagigen Aufbaues in Figur 2 in einem auseinandergezogenen 
Zustand dargestellt . 

Bei dem in den Figuren 1 und 2 stark vereinfacht dargestell- 
20 ten Sensorfeld handelt es sich um einen mehrschichtigen Auf- 
bau zur Herstellung einer kapazitiv wirkenden Sensoranordnung 
zur Erfassung von Fingerabdrucken . Ein zumindest teilweise 
vergleichbarer mehrschichtiger Aufbau eines Sensorfeldes geht 
beispielsweise aus der EP-B-0 459 808 hervor. 

25 

Bei der Herstellung des in den Figuren 1 und 2 dargestellten 
Sensorfeldes wird von einem starren Hilfstrager 1 aus Borosi- 
licatglas ausgegangen. Um die Haftung des nachf olgenden Auf- 
baus auf dem Hilfstrager 1 mit Sicherheit zu gewahrleisten, 

30 wird durch Sputtern eine Haftschicht 2 aus Titan aufgebracht, 
Auf dieser Haftschicht 2 wird dann eine Basisschicht 3 aufge- 
bracht- Im dargestellten Ausf uhrungsbeispiel handelt es sich 
bei dieser Basisschicht 3 um eine Folie aus einem thermosta- 
bilen Polyimid, die eine Dicke von 50 |am a~ufweist und durch 

35 Laminieren aufgebracht wird. Anschlieiiend wird die Basis- 
schicht 3 durch das- Auf schleudern eines Isolationsmaterials 
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planarisiert, wobei dieser Vorgang in Figur 2 durch eine se- 
parat dargestellte Planarisierung 4 aufgezeigt ist. 

Die nachfolgende Erzeugung metallischer Feinstrukturen 5 kann 
grundsatzlich in Substraktivtechnik, Additivtechnik oder Se- 
miadditivtechnik vorgenommen werden. Im geschilderten Ausfuh- 
rungsbeispiel werden die Feinstrukturen 5 als Leiterbahn- 
strukturen semiadditiv hergestellt. Auf die ganzflachig mit 
einer Schichtenf olge aus Titan und Palladium besputterte 
Planarisierung 4 wird dabei ein in der Zeichnung nicht darge- 
stelltes Fotoresist aufgebracht und so strukturiert / dafi auf 
das f reientwickelte Leiterbahnbild z.B. galvanisch Gold oder 
galvanisch bzw. chemisch Kupfer abgeschieden werden kann. 
Nach dem Strippen des Fotoresists werden dann die nicht den 
gewunschten Feinstrukturen 5 entsprechenden Bereiche der 
Schichtenf olge aus Titan und Palladium durch selektives Atzen 
bis zur Oberflache der Planarisierung 4 abgetragen. 

Auf die Feinstrukturen 5 wird dann eine f otostrukturierbare 
Isolationsschicht 6 aufgebracht, in welche durch Belichten 
und Entwickeln Locher 61 eingebracht werden, die beispiels- 
weise einen Durchmesser von 25 |xm aufweisen. Bei der nachfol- 
genden Herstellung der zweiten Lage metallischer Feinstruktu- 
ren 1, die der Herstellung der ersten Lage von Feinstrukturen 
5 entspricht, werden dann Durchkontaktierungen 71 erzeugt, 
welche elektrisch leitende Verbindungen zwischen den beiden 
Strukturebenen bilden und die Strukturierung fiir das Sen- 
sorfeld und die Chipkontaktierung vervollstandigen . 

Die Starke der Feinstrukturen 5 und 7 kann beispielsweise 
zwischen 1 ^m und 5 jim liegen. Die Breite der einzelnen 
Strukturen und der Abstand zwischen diesen Strukturen kann 
problemlos mit MaBen von deutlich weniger als 50 \im reali- 
siert werden. 


Abhangig von den schaltungstechnischen Erf ordernissen bzw. 
von dem Wunsch nach einem wirksamen Handling-Schutz, wird das 
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Sensorfeld abschlieliend mit einer Passivierungsschicht 8 ver- 
sehen, die beispielsweise aus BaTi03, AI2O3 oder Si03 be- 
steht, 

5 Die Kontaktierung der in der Zeichnung nicht dargestellten 
hochpoligen Steuer- IC's der Sensoranordnung erfolgt mittels 
Kleben oder Loten. Fur eine Lotverbindung werden dabei in 
Diinnf ilmtechnik SnPb-Bumps galvanisch erzeugt, die nach dem 
Umschmelzen als Lotdepots fiir die Chipkontaktierung in Flip- 
10 Chip-Technik dienen. 

Nach elektrischer und optischer Priifung wird der aus mehreren 
zusammenhangenden Einzelanordnungen bestehende Mehrlagenauf - 
bau beispielsweise mit einem Nd:YAG - Laser bis auf die Haft- 
15 schicht 2 hinunter in einzelne Sensorf elder getrennt. Nun er- 
folgt die Ablation des Schichtauf baus vom Hilfstrager mit 
Hilfe eines Excimer-Lasers, der mit XeF (Wellenlange 350 nm) 
betrieben wird. 

20 Die vorstehend erwahnte Laserablation wird mit Hilfe einer in 
Figur 3 schematisch dargestellten Anordnung vorgenommen. Die 
Laserstrahlung LS des Excimer-Lasers wird dabei in Richtung 
des Pfeiles 9 auf einen Umlenkspiegel 10 gerichtet und uber 
telezentrische Abbildungslinsen 11 und 12 auf die Oberflache 

25 des Hilfstragers 1 umgelenkt. Der Hilfstrager 1 und der aus 

den Schichten 3 bis 8 (vgl. Figur 2) bestehende Auf bau A sind 
auf einem in Figur 3 nicht dargestellten XY-Tisch angeordnet, 
der ein Scannen mit einer Relativbewegung zwischen der ein 
rechteckiges Strahlprofil aufweisenden Laserstrahlung LS und 

30 dem Hilfstrager 1 ermoglicht. Diese Scanbewegung ist in Figur 
3 durch Pfeile 13 angedeutet. 

Durch die Einwirkung der Laserstrahlung LS wird in einem kal- 
ten Vorgang die Haftwirkung zwischen der Haftschicht 2 und 
35 der Basisschicht 3 zumindest weitgehend aufgehoben, so dali 

der Aufbau A abgelo-st werden kann, so wie es in Figur 3 durch 
den Pfeil 14 angedeutet ist. Ist die Basisschicht 3 mit Hilfe 
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eines Klebers auf die Haftschicht 2 aufgebracht, so hebt die 
Laserstrahlung LS in vergleichbarer Weise die Wirkung dieses 
Klebers auf. 

5 Der Hilfstrager 1 mit der Haftschicht 2 (vgl. Figur 2) kann 
nach einer Reinigung wiederverwendet werden, 

Figur 4 zeigt in stark vereinf achter schematischer Darstel- 
lung, wie nach dem erf indungsgemafien Verfahren hergestellte 

10 flexible Feinstrukturen 15 fiir dreidimensionales Packaging 

eingesetzt werden konnen. Nachdem aktive und passive Bauele- 
mente 16 und/oder Sensoren auf die letzte Verdrahtungsebene 
geklebt oder gelotet worden sind, konnen sie nach der vorste- 
hend geschilderten Laserablation durch einfaches Falten uber- 

15 einandergestapelt werden. Das so hergestellte 3D-Package kann 
in einfacher Weise BGA-kontaktiert werden. 

Das erf indungsgemafie Verfahren kann auch zur Herstellung 
mehrlagiger Spulen verwendet werden. Dabei werden zunachst 
20 einige nebeneinander liegende ein- oder mehrlagige, flexible 
Spulen in Spiralform hergestellt. Diese konnen nun durch Fal- 
ten iibereinandergelegt werden. So ist es moglich, Spulen mit 
hoher Induktivitat kostengunstig herzustellen . 
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Patent anspruche 


1. Verfahren zur Herstellung metallischer Feinstrukturen (5) 
auf einer dunnen Basisschicht (3) aus einem flexiblen organi- 
schen Material, mit folgenden Schritten: 

- Aufbringen der Basisschicht (3) auf einen starren Hilfstra- 
ger (1) ; 

- Erzeugung der metallischen Feinstrukturen (5) auf der Ba- 
sisschicht (3) ; 

- Ablosung der Basisschicht (3) vom Hilfstrager (1) durch 
Einwirkung von Laserstrahlung (LS) , die durch den Hilfstra- 
ger (1) hindurch auf die Basisschicht (3) gerichtet wird, wo- 
bei 

- der Hilfstrager (1) aus einem fur die zur Ablosung der Ba- 
sisschicht (3) verwendete Laserstrahlung (LS) zumindest weit- 
gehend durchlassigen Material besteht. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet , 

daft ein Hilftrager (1) aus Quarzglas verwendet wird und daft 
fiir die Ablosung der Basisschicht (3) ein Excimerlaser mit 
einer Wellenlange der Laserstrahlung (LS) von 248 nm verwen- 
det wird. 


3. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet , 

dali ein Hilfstrager (1) aus Borosilicatglas verwendet wird 
und dali fur die Ablosung der Basisschicht (3) ein Excimerla- 
ser mit einer Wellenlange der Laserstrahlung (LS) von 350 n; 
verwendet wird. 


4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet 

daft vor dem Aufbringen der Basisschicht (3) eine Haftschicht 
(2) auf den Hilfstrager (1) aufgebracht wird. 
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5. Verfahren nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet , 

daft eine Haftschicht (2) aus Titan auf den Hilfstrager (1) 
auf gebracht wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet , 

daft die Haftschicht (2) durch Sputtern auf den Hilfstrager 
(1) auf gebracht wird. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , 

daft die Basisschicht (3) in Form einer Folie auf gebracht 
wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, 

gekennzeichnet durch die Verwendung einer Fo- 
lie aus einem thermostabilen Polyimid. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet , 

daft auf die Basisschicht (3) eine Planarisierung (4) aus ei- 
nem elektrisch isolierenden Material aufgebracht wird. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet 

daft auf die metallischen Feinstrukturen (5) eine Isolations- 
schicht (6) aufgebracht wird, daft auf der Isolationsschicht 
(6) eine zweite Lage von metallischen Feinstrukturen (7) er- 
zeugt wird und daft dann die Basisschicht (3) vom Hilfstrager 
(19) abgelost wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet 

daft in die Isolationsschicht (6) Locher (61) eingebracht wer 
den, die bei der Erzeugung der zweiten Lage von metallischen 
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Feinstrukturen (7) Durchkontaktierungen zur ersten Lage von 
metallischen Feinstrukturen (5) bilden. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder .11, 
dadurch gekennzeichnet , 

dali vor der Ablosung der Basisschicht (3) eine Passivierungj 
schicht (8) auf die zweite Lage von metallischen Feinstruktu 
ren (7) aufgebracht wird. 

13, Anwendung des Verfahrens nach einem der Anspruche 10 bis 
12 zur Herstellung von Sensoranordnungen zur Erfassung von 
Fingerabdrucken . 
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Zusammenf assung 

Verfahren zur Herstellung metallischer Feinstrukturen und An- 
wendung des Verfahrens bei der Herstellung von Sensoranord- 
5 nungen zur Erfassung von Fingerabdrucken 

Auf einem starren Hilfstrager (1) wird eine diinne Basis- 
schicht (3) aus einem flexiblen Material aufgebracht, worauf 
auf der Basisschicht (3) metallische Feinstrukturen (5), ins- 
10 besondere Leiterbahnstrukturen, erzeugt werden, Anschlieiiend 
wird die Basisschicht (3) vom Hilfstrager (1) durch Einwir- 
kung von Laserstrahlung abgelost, die durch den Hilfstrager 
(1) hindurch auf die Basisschicht (1) gerichtet wird, 

15 

Figur 2 
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